
POLPREVODNIŠKE NAPRAVE



Hallov pojav

Hallov koeficient:









Elektroni v močnem magnetnem polju



Integer quantum Hall effect (IQHE)

RK =
h

e2
= 25812.807443⌦ RH = RK/N

Nobelova: von Klitzing (1985)
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B
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območje navadnega  
Hallovega pojava

območje kvantnega  
Hallovega pojava



Sprememba definicij enot SI (2019)

http://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_redefinition_of_SI_base_units

http://en.wikipedia.org/wiki/Proposed_redefinition_of_SI_base_units


Fractional quantum Hall effect (FQHE)

Nobelova: Laughlin, Stroemer, Tsui (1998)



Family of Hall effets



Nobelova: Kosterlitz, Haldane, Thouless (2016)



Fotoprevodnik

� = qn�
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luks [lx] = lumen/kvadratni meter [lm/m2]

Osvetljenost

http://en.wikipedia.org/wiki/Lux

http://en.wikipedia.org/wiki/Lux


fotopična krivulja: največja občutljivost pri 550 nm



Dioda



tok zasičenja





termistor



termočlen



Fotodioda





avalanche photodiode





tranzistor na poljski pojav









W. Shockley (1910-1989)

Nobelova 1956 (izum tranzistorja, 
skupaj z Brattainom in Bardeenom)







FinFET, MUGFET
multiple gate









logična vrata v tehnologiji CMOS
CMOS = arhitektura in tehnologija izdelave



NAND NOR



flip flop



tehnološki vozel





2011 editionMPU = multiprocessor
ASIC = application-specific integrated circuit



2013 edition







http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_fabrication_plants

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_semiconductor_fabrication_plants




https://www.anandtech.com/show/15219/early-tsmc-5nm-test-chip-yields-80-hvm-coming-in-h1-2020







Kaj je laser?  
Kako se razlikujeta spontano in stimulirano sevanje?







polprevodnik A

polprevodnik A

polprevodnik B
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HETEROSTRUKTURE





AlxGa1-xAs
x=0  Eg=1.4eV
x=1  Eg=2.2eV

GaxIn1-xAsyP1-y

a, mrezna konstanta [A]





RHEED







sončna celica integracija GaAs s Si





Eg1 Eg2
Eg1

Eg2

Eg1

Eg2

I: povezan tip II: zamaknjen tip III: prekinjen tip

elektroni

vrzeli

GaAlAs/GaAs InAs/Al0.4Ga0.6Sb InAs/GaSb

Heterospoj



debelina: 10 nm
gostota elektronov: 1011/cm2

dvodimenzionalni elektronski plin



gostota stanj v 3D, 2D, 1D, 0D sistemih



2D

1D

3D








